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(57)【要約】
【課題】装置の信頼性や、製品の歩留まりなどを向上さ
せる。
【解決手段】パッド電極ＰＡＤのパッド面の上面に設け
るパッド開口ＰＫの側部を囲うように第１パッド周辺ガ
ードリングＰＧ１を設ける。ここでは、パッド開口ＰＫ
の側部において、パッド開口ＰＫと同じ深さまで設けら
れたトレンチＴＲＰの全体に、金属材料を一体で埋め込
むことで、この第１パッド周辺ガードリングＰＧ１を形
成する。これにより、パッド開口ＰＫから吸湿した水分
が内部へ侵入することを、第１パッド周辺ガードリング
ＰＧ１が遮断する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電変換部を含む画素が複数設けられているセンサ素子と、
　前記センサ素子に対面して積層するように貼り合わされており、パッド電極が設けられ
ているロジック素子と
　を具備しており、
　前記センサ素子と前記ロジック素子との積層体は、
　前記パッド電極において前記センサ素子に対面するパッド面の上面に、パッド開口が設
けられていると共に、前記パッド開口の側部を囲うようにパッド周辺ガードリングが設け
られており、
　前記パッド周辺ガードリングは、前記パッド開口の側部において、少なくとも前記パッ
ド開口と同じ深さまで設けられたトレンチの全体に、金属材料を一体で埋め込むことで形
成されている、
　固体撮像装置。
【請求項２】
　前記パッド周辺ガードリングは、上面から下面へ向かうに幅が伴って狭くなるように形
成されている、
　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　前記パッド周辺ガードリングは、銅を用いて形成されており、
　前記センサ素子は、上面において前記パッド周辺ガードリングが設けられた部分を被覆
するように、有機樹脂膜が設けられている、
　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　前記センサ素子は、第１半導体基板を含み、前記第１半導体基板において前記ロジック
素子に対面する下面に第１配線層が設けられており、
　前記ロジック素子は、第２半導体基板を含み、前記第２半導体基板において前記センサ
素子に対面する上面に第２配線層が設けられており、
　前記パッド電極は、前記第２配線層の内部に設けられており、
　前記パッド開口と前記パッド周辺ガードリングとのそれぞれは、少なくとも、前記第１
半導体基板と前記第１配線層とを貫通するように設けられている、
　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項５】
　前記センサ素子と前記ロジック素子との積層体は、
　前記センサ素子と前記ロジック素子とが対面する面の方向において、前記複数の画素が
配置された画素領域を含むチップ領域と、前記チップ領域の周りに位置するスクライブ領
域とを有し、
　前記スクライブ領域においてダイシングされる部分よりも前記チップ領域側に、トレン
チがチップ周辺ホールリングとして設けられていると共に、
　前記スクライブ領域において前記チップ周辺ホールリングが設けられている部分よりも
前記チップ領域側に、チップ周辺ガードリングが設けられており、
　前記チップ周辺ガードリングは、前記チップ周辺ホールリングの側部において、少なく
とも前記チップ周辺ホールリングと同じ深さまで設けられたトレンチの全体に、金属材料
を一体で埋め込むことで形成されている、
　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項６】
　前記チップ周辺ガードリングは、上面から下面へ向かうに幅が伴って狭くなるように形
成されている、
　請求項５に記載の固体撮像装置。
【請求項７】
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　前記チップ周辺ガードリングは、銅を用いて形成されており、
　前記センサ素子は、上面において前記チップ周辺ガードリングが設けられた部分を被覆
するように、有機樹脂膜が設けられている、
　請求項５に記載の固体撮像装置。
【請求項８】
　前記センサ素子は、第１半導体基板を含み、前記第１半導体基板において前記ロジック
素子に対面する下面に第１配線層が設けられており、
　前記ロジック素子は、第２半導体基板を含み、前記第２半導体基板において前記センサ
素子に対面する上面に第２配線層が設けられており、
　前記チップ周辺ホールリングと前記チップ周辺ガードリングとのそれぞれは、少なくと
も、前記第１半導体基板と前記第１配線層とを貫通するように設けられている、
　請求項５に記載の固体撮像装置。
【請求項９】
　前記センサ素子は、前記光電変換部の受光面に光を集光するオンチップレンズが前記複
数の画素のそれぞれに対応して前記第１半導体基板の上面の側に設けられており、
　前記オンチップレンズは、前記第１半導体基板の上面において当該オンチップレンズを
形成する部分を被覆するように設けられた前記有機樹脂膜を加工することで形成されてい
る、
　請求項３に記載の固体撮像装置。
【請求項１０】
　前記センサ素子は、前記光電変換部の受光面に光を集光するオンチップレンズが前記複
数の画素のそれぞれに対応して前記第１半導体基板の上面の側に設けられており、
　前記オンチップレンズは、前記第１半導体基板の上面において当該オンチップレンズを
形成する部分を被覆するように設けられた前記有機樹脂膜を加工することで形成されてい
る、
　請求項７に記載の固体撮像装置。
【請求項１１】
　光電変換部を含む画素が複数設けられているセンサ素子と、
　前記センサ素子に対面して積層するように貼り合わされており、パッド電極が設けられ
ているロジック素子と
　を具備しており、
　前記センサ素子と前記ロジック素子との積層体は、
　前記パッド電極において前記センサ素子に対面するパッド面の上面に、パッド開口が設
けられていると共に、前記パッド開口の側部を囲うようにパッド周辺ガードリングが設け
られており、
　前記パッド周辺ガードリングは、前記パッド開口の側部において、少なくとも前記パッ
ド開口と同じ深さまで設けられたトレンチの全体に、金属材料を一体で埋め込むことで形
成されている、
　電子機器。
【請求項１２】
　第１半導体チップと、
　前記第１半導体チップに対面して積層するように貼り合わされており、パッド電極が設
けられている第２半導体チップと
　を具備しており、
　前記第１半導体チップと前記第２半導体チップとの積層体は、
　前記パッド電極において前記第１半導体チップに対面するパッド面の上面に、パッド開
口が設けられていると共に、前記パッド開口の側部を囲うようにパッド周辺ガードリング
が設けられており、
　前記パッド周辺ガードリングは、前記パッド開口の側部において、少なくとも前記パッ
ド開口と同じ深さまで設けられたトレンチの全体に、金属材料を一体で埋め込むことで形
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成されている、
　半導体装置。
【請求項１３】
　光電変換部を含む画素が複数設けられているセンサ素子と、パッド電極が設けられてい
るロジック素子とを対面して積層するように貼り合わせる工程と、
　前記センサ素子と前記ロジック素子との積層体において、前記パッド電極にて前記セン
サ素子に対面するパッド面の上面に設けるパッド開口の側部を囲うようにパッド周辺ガー
ドリングを設ける工程と
　を有し、
　前記パッド周辺ガードリングを設ける工程においては、
　前記パッド開口の側部において、少なくとも前記パッド開口と同じ深さまで設けられた
トレンチの全体に、金属材料を一体で埋め込むことで、前記パッド周辺ガードリングを形
成する、
　固体撮像装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、固体撮像装置、電子機器、半導体装置、固体撮像装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラなどの電子機器は、固体撮像装置を含む
。たとえば、固体撮像装置として、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ
　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）型イメージセンサ、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ
　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）型イメージセンサを含む。
【０００３】
　固体撮像装置は、半導体基板の面に複数の画素が配列されている。各画素においては、
光電変換部が設けられている。光電変換部は、たとえば、フォトダイオードであり、外付
けの光学系を介して入射する光を受光面で受光し光電変換することによって、信号電荷を
生成する。
【０００４】
　固体撮像装置のうち、ＣＭＯＳ型イメージセンサは、光電変換部のほかに、画素トラン
ジスタを含むように、画素が構成されている。画素トランジスタは、光電変換部で生成さ
れた信号電荷を読み出して、信号線へ電気信号として出力するように構成されている。
【０００５】
　固体撮像装置は、一般に、半導体基板において回路や配線などが設けられた表面側から
入射する光を、光電変換部が受光する。このような場合には、回路や配線などが入射する
光を遮光または反射するために、感度を向上させることが困難な場合がある。このため、
半導体基板において回路や配線などが設けられた表面とは反対側の裏面側から入射する光
を、光電変換部が受光する「裏面照射型」が提案されている（たとえば、特許文献１～３
参照）。
【０００６】
　また、上記の固体撮像装置のような半導体装置では、機能が異なる素子を積み重ねて両
者を電気的に接続する「３次元実装」が提案されている。「３次元実装」では、各機能に
対応する最適な回路を各半導体基板に形成するので、装置を高機能化することを容易に実
現できる。たとえば、センサ素子と、そのセンサ素子から出力される信号を処理するロジ
ック素子とを積層して、固体撮像装置が構成される。ここでは、パッド電極の表面が露出
するように半導体基板を貫通させることでパッド開口を設け、そのパッド開口を介して、
各素子の間を電気的に接続している（たとえば、特許文献４，５参照）。
【０００７】
　上記のような半導体装置を製造する際には、半導体基板に複数の半導体装置を並べるよ
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うに形成する。つまり、複数のチップを半導体ウエハに配列して設ける。その後、その各
半導体装置の周囲に位置するスクライブラインに沿ってダイシングして、複数に分割する
。ダイシング工程では、分割されたものに亀裂や剥がれ等のチッピングが発生し、製品の
歩留まりが低下する場合がある。特に、ＳｉＯ２よりも比誘電率が低誘電率絶縁材料を用
いて形成されたｌｏｗ－ｋ膜を、絶縁膜として用いた場合には、このような不具合の発生
が顕在化する場合がある。一般に、ｌｏｗ－ｋ膜は、密着性および機械的強度が低いため
、このような不具合が生じやすい。
【０００８】
　チッピングの発生を防止するために、さまざまな方法が提案されている。
【０００９】
　たとえば、チッピングの進行が素子の形成部分に達する前に止めるように、半導体装置
（チップ）の周りを囲うようにトレンチを設けている（たとえば、特許文献６参照）。
【００１０】
　この他に、多層配線層で発生したチッピングが素子の形成部分に達する前に止まるよう
に、多層配線層の内部にガードリングを形成している。たとえば、絶縁層と金属配線とを
交互に設けて多層配線層を形成する工程において、ガードリングを形成する部分について
も、その配線を形成する金属材料を成膜することで、ガードリングを形成している。つま
り、複数の金属膜を積層することで、ガードリングを形成している（たとえば、特許文献
７参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００３－２７３３４３号公報
【特許文献２】特開２００５－１５０４６３号公報
【特許文献３】特開２００８－１８２１４２号公報
【特許文献４】特開２００６－４９３６１号公報
【特許文献５】特開２００７－１３０８９号公報
【特許文献６】特開平０６－７７３１５号公報
【特許文献７】特開２００５－１６７１９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記の固体撮像装置などの半導体装置においては、装置の信頼性や、製
品の歩留まりなどが十分でない場合がある。
【００１３】
　したがって、本技術は、装置の信頼性や、製品の歩留まりなどを向上可能な固体撮像装
置、電子機器、半導体装置、固体撮像装置の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本技術の固体撮像装置，電子機器は、光電変換部を含む画素が複数設けられているセン
サ素子と、前記センサ素子に対面して積層するように貼り合わされており、パッド電極が
設けられているロジック素子とを具備しており、前記センサ素子と前記ロジック素子との
積層体は、前記パッド電極において前記センサ素子に対面するパッド面の上面に、パッド
開口が設けられていると共に、前記パッド開口の側部を囲うようにパッド周辺ガードリン
グが設けられており、前記パッド周辺ガードリングは、前記パッド開口の側部において、
少なくとも前記パッド開口と同じ深さまで設けられたトレンチの全体に、金属材料を一体
で埋め込むことで形成されている。
　電子機器。
【００１５】
　本技術の半導体装置は、第１半導体チップと、前記第１半導体チップに対面して積層す
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るように貼り合わされており、パッド電極が設けられている第２半導体チップとを具備し
ており、前記第１半導体チップと前記第２半導体チップとの積層体は、前記パッド電極に
おいて前記第１半導体チップに対面するパッド面の上面に、パッド開口が設けられている
と共に、前記パッド開口の側部を囲うようにパッド周辺ガードリングが設けられており、
前記パッド周辺ガードリングは、前記パッド開口の側部において、少なくとも前記パッド
開口と同じ深さまで設けられたトレンチの全体に、金属材料を一体で埋め込むことで形成
されている。
【００１６】
　本技術の固体撮像装置の製造方法は、光電変換部を含む画素が複数設けられているセン
サ素子と、パッド電極が設けられているロジック素子とを対面して積層するように貼り合
わせる工程と、前記センサ素子と前記ロジック素子との積層体において、前記パッド電極
にて前記センサ素子に対面するパッド面の上面に設けるパッド開口の側部を囲うようにパ
ッド周辺ガードリングを設ける工程とを有し、前記パッド周辺ガードリングを設ける工程
においては、前記パッド開口の側部において、少なくとも前記パッド開口と同じ深さまで
設けられたトレンチの全体に、金属材料を一体で埋め込むことで、前記パッド周辺ガード
リングを形成する。
【００１７】
　本技術では、パッド電極のパッド面の上面に設けるパッド開口の側部を囲うようにパッ
ド周辺ガードリングを設ける。ここでは、パッド開口の側部において、少なくともパッド
開口と同じ深さまで設けられたトレンチの全体に、金属材料を一体で埋め込むことで、こ
のパッド周辺ガードリングを形成する。パッド開口から吸湿した水分が内部へ侵入するこ
とを、パッド周辺ガードリングが遮断する。
【発明の効果】
【００１８】
　本技術によれば、装置の信頼性や、製品の歩留まりなどを向上可能な固体撮像装置、電
子機器、半導体装置、固体撮像装置の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、実施形態１にかかるカメラの構成を示す図である。
【図２】図２は、実施形態１にかかる固体撮像装置の全体構成を示す図である。
【図３】図３は、実施形態１にかかる固体撮像装置の全体構成を示す図である。
【図４】図４は、実施形態１にかかる固体撮像装置の要部構成を示す図である。
【図５】図５は、実施形態１にかかる固体撮像装置の要部構成を示す図である。
【図６】図６は、実施形態１にかかる固体撮像装置の要部構成を示す図である。
【図７】図７は、実施形態１にかかる固体撮像装置の要部構成を示す図である。
【図８】図８は、実施形態１にかかる固体撮像装置の製造方法を示す図である。
【図９】図９は、実施形態１にかかる固体撮像装置の製造方法を示す図である。
【図１０】図１０は、実施形態１にかかる固体撮像装置の製造方法を示す図である。
【図１１】図１１は、実施形態１にかかる固体撮像装置の製造方法を示す図である。
【図１２】図１２は、実施形態１にかかる固体撮像装置の製造方法を示す図である。
【図１３】図１３は、実施形態１にかかる固体撮像装置の製造方法を示す図である。
【図１４】図１４は、実施形態１にかかる固体撮像装置について、作用・効果を示す図で
ある。
【図１５】図１５は、実施形態２において、固体撮像装置の要部を示す図である。
【図１６】図１６は、実施形態２において、固体撮像装置の要部を示す図である。
【図１７】図１７は、実施形態２において、固体撮像装置の要部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　実施形態について、図面を参照して説明する。
【００２１】
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　なお、説明は、下記の順序で行う。
　１．実施形態１（ホールリング有の場合）
　２．実施形態２（ホールリング無の場合）
　３．その他
【００２２】
＜１．実施形態１＞
［Ａ．装置構成］
（Ａ－１）カメラの要部構成
　図１は、実施形態１にかかるカメラの構成を示す図である。
【００２３】
　図１に示すように、カメラ４０は、固体撮像装置１と、光学系４２と、制御部４３と、
信号処理部４４とを有する。各部について、順次、説明する。
【００２４】
　固体撮像装置１は、光学系４２を介して被写体像として入射する入射光Ｈを、撮像面Ｐ
Ｓで受光して光電変換することによって、信号電荷を生成する。ここでは、固体撮像装置
１は、制御部４３から出力される制御信号に基づいて駆動する。そして、信号電荷を読み
出し、電気信号として出力する。
【００２５】
　光学系４２は、結像レンズや絞りなどの光学部材を含み、入射光Ｈを、固体撮像装置１
の撮像面ＰＳへ集光するように配置されている。
【００２６】
　制御部４３は、各種の制御信号を固体撮像装置１と信号処理部４４とに出力し、固体撮
像装置１と信号処理部４４とを制御して駆動させる。
【００２７】
　信号処理部４４は、固体撮像装置１から出力された電気信号について信号処理を実施す
ることによって、カラーデジタル画像を生成する。
【００２８】
（Ａ－２）固体撮像装置の全体構成
　固体撮像装置１の全体構成について説明する。
【００２９】
　図２，図３は、実施形態１にかかる固体撮像装置の全体構成を示す図である。
【００３０】
　図２は、ブロック図を示し、図３は、断面図を示している。
【００３１】
　図２に示すように、固体撮像装置１は、画素領域ＰＡが設けられている。
【００３２】
　画素領域ＰＡは、図２に示すように、矩形形状であり、複数の画素Ｐが水平方向ｘと垂
直方向ｙとのそれぞれに並んで配置されている。つまり、画素Ｐがマトリクス状に並んで
いる。この画素領域ＰＡは、図１に示した撮像面ＰＳに相当する。画素Ｐの詳細について
は、後述する。
【００３３】
　この他に、固体撮像装置１は、図２に示すように、垂直駆動回路３と、カラム回路４と
、水平駆動回路５と、外部出力回路７と、タイミングジェネレータ８とが、周辺回路とし
て設けられている。
【００３４】
　垂直駆動回路３は、図２に示すように、画素領域ＰＡにおいて水平方向ｘに並ぶ複数の
画素Ｐの行ごとに電気的に接続されている。
【００３５】
　カラム回路４は、図２に示すように、列単位で画素Ｐから出力される信号について信号
処理を実施するように構成されている。ここでは、カラム回路４は、ＣＤＳ（Ｃｏｒｒｅ
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ｌａｔｅｄ　Ｄｏｕｂｌｅ　Ｓａｍｐｌｉｎｇ；相関二重サンプリング）回路（図示なし
）を含み、固定パターンノイズを除去する信号処理を実施する。
【００３６】
　水平駆動回路５は、図２に示すように、カラム回路４に電気的に接続されている。水平
駆動回路５は、たとえば、シフトレジスタを含み、カラム回路４で画素Ｐの列ごとに保持
されている信号を、順次、外部出力回路７へ出力させる。
【００３７】
　外部出力回路７は、図２に示すように、カラム回路４に電気的に接続されており、カラ
ム回路４から出力された信号について信号処理を実施後、外部へ出力する。外部出力回路
７は、ＡＧＣ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）回路７ａとＡＤＣ回路
７ｂとを含む。外部出力回路７においては、ＡＧＣ回路７ａが信号にゲインをかけた後に
、ＡＤＣ回路７ｂがアナログ信号からデジタル信号へ変換して、外部へ出力する。
【００３８】
　タイミングジェネレータ８は、図２に示すように、垂直駆動回路３、カラム回路４、水
平駆動回路５，外部出力回路７のそれぞれに電気的に接続されている。タイミングジェネ
レータ８は、各種パルス信号を生成し、垂直駆動回路３、カラム回路４、水平駆動回路５
，外部出力回路７に出力することで、各部について駆動制御を行う。
【００３９】
　図３に示すように、固体撮像装置１は、センサ素子１００と、ロジック素子２００とを
含む。
【００４０】
　センサ素子１００と、ロジック素子２００とのそれぞれは、図３に示すように、対面し
ており、その対面した面で互いに接合されている。このように、固体撮像装置１は、「３
次元積層構造」であって、センサ素子１００とロジック素子２００とが積み重なっている
。そして、センサ素子１００とロジック素子２００とのそれぞれが、互いに電気的に接続
されている。
【００４１】
　固体撮像装置１において、センサ素子１００には、上述の図２で示した画素領域ＰＡが
設けられている。また、センサ素子１００には、上述の図２で示した周辺回路の一部が設
けられている。たとえば、上述の図２で示した垂直駆動回路３とタイミングジェネレータ
８とが、画素領域ＰＡの周辺に設けられている。
【００４２】
　固体撮像装置１において、ロジック素子２００には、上述の図２で示した周辺回路のう
ち、センサ素子１００に設けられなかった回路が設けられている。たとえば、上述の図２
で示したカラム回路４と、水平駆動回路５と、外部出力回路７とが設けられている。
【００４３】
　なお、センサ素子１００に周辺回路を設けず、ロジック素子２００に、図２で示した周
辺回路の全てを設けるように、構成しても良い。その他、ロジック素子２００に代えて、
配線基板を設けても良い。すなわち、機能が異なる複数の半導体チップを積み重ねて、固
体撮像装置を構成しても良い。
【００４４】
（Ａ－３）固体撮像装置１の要部構成
　固体撮像装置１の要部構成について説明する。
【００４５】
　図４～図７は、実施形態１にかかる固体撮像装置の要部構成を示す図である。
【００４６】
　ここでは、図４は、上面図であり、センサ素子１００側の面を示している。
【００４７】
　また、図５，図６は、断面図である。図５は、図４のＸ１－Ｘ２部分を示している。こ
れに対して、図６は、図４のＸ３－Ｘ４部分を示している。
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【００４８】
　図７は、画素Ｐの回路構成を示している。
【００４９】
（Ａ－３－１）上面構成の概要
　図４に示すように、固体撮像装置１は、チップ領域ＣＡと、スクライブ領域ＬＡとが、
面（ｘｙ面）に設けられている。
【００５０】
　チップ領域ＣＡは、図４に示すように、水平方向ｘと垂直方向ｙにおいて区画された矩
形形状であって、上述した画素領域ＰＡ（図２参照）を含む。この他に、チップ領域ＣＡ
は、周辺領域ＳＡを含む。
【００５１】
　チップ領域ＣＡにおいて、画素領域ＰＡは、図４に示すように、矩形形状であり、複数
の画素Ｐが水平方向ｘと垂直方向ｙとのそれぞれに並んで配置されている。
【００５２】
　チップ領域ＣＡにおいて、周辺領域ＳＡは、図４に示すように、画素領域ＰＡの周囲に
位置している。
【００５３】
　この周辺領域ＳＡにおいては、図４に示すように、パッド電極ＰＡＤと、パッド周辺ガ
ードリングＰＧと、パッド周辺絶縁リングＰＺとが設けられている。
【００５４】
　スクライブ領域ＬＡは、図４に示すように、チップ領域ＣＡの周りを囲うように位置し
ている。ここでは、スクライブ領域ＬＡは、水平方向ｘと垂直方向ｙとのそれぞれに延在
する部分を含み、チップ領域ＣＡの周りで矩形を描くように設けられている。
【００５５】
　このスクライブ領域ＬＡには、図４に示すように、チップ周辺ガードリングＣＧとチッ
プ周辺ホールリングＣＨとが設けられている。
【００５６】
　詳細については後述するが、ダイシング前のウエハ（図示無し）には、チップ領域ＣＡ
が複数並んで設けられており、スクライブ領域ＬＡは、その複数のチップ領域ＣＡの間に
おいてライン状に延在している。このスクライブ領域ＬＡでは、ブレードが当てられてダ
イシングが行われ、上述したチップ領域ＣＡを備える固体撮像装置１に分割される。
【００５７】
（Ａ－３－２）断面構成の概要
　図５，図６に示すように、上記の固体撮像装置１は、センサ素子１００と、ロジック素
子２００とを含み、それぞれが対面して貼り合わされている。
【００５８】
　センサ素子１００は、図５，図６に示すように、半導体基板１０１を含む。半導体基板
１０１は、たとえば、単結晶シリコンからなる。
【００５９】
　図５，図６に示すように、センサ素子１００は、半導体基板１０１においてロジック素
子２００に対面する側の表面（下面）には、配線層１１０と絶縁層１２０とが、順次、設
けられている。配線層１１０と絶縁層１２０とのそれぞれは、半導体基板１０１の表面（
下面）において、画素領域ＰＡ，周辺領域ＳＡ，スクライブ領域ＬＡの全体に渡って設け
られている。
【００６０】
　センサ素子１００において、半導体基板１０１の内部には、図５に示すように、画素領
域ＰＡにフォトダイオード２１が設けられている。
【００６１】
　センサ素子１００において、半導体基板１０１の裏面（上面）には、図５，図６に示す
ように、第１絶縁膜１０２と第２絶縁膜１０３とが順次設けられている。第１絶縁膜１０
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２と第２絶縁膜１０３とのそれぞれは、半導体基板１０１の裏面（上面）において、画素
領域ＰＡ，周辺領域ＳＡ，スクライブ領域ＬＡの全体に渡って設けられている。また、半
導体基板１０１の裏面（上面）において、画素領域ＰＡには、図５に示すように、カラー
フィルタＣＦとオンチップレンズＯＣＬとが、第１絶縁膜１０２と第２絶縁膜１０３と介
在して、順次、設けられている。この他に、半導体基板１０１の裏面（上面）において、
周辺領域ＳＡ，スクライブ領域ＬＡには、図６に示すように、レンズ材層１０４が、第１
絶縁膜１０２と第２絶縁膜１０３と介在して設けられている。
【００６２】
　図示を省略しているが、センサ素子１００において、配線層１１０が設けられた下面側
には、半導体回路素子（図示無し）が設けられている。具体的には、半導体回路素子（図
示無し）は、画素領域ＰＡにおいては、図７に示す画素トランジスタＴｒを構成するよう
に設けられている。また、周辺領域ＳＡにおいては、たとえば、図２に示した、垂直駆動
回路３、タイミングジェネレータ８を構成するように、半導体回路素子（図示無し）が設
けられている。
【００６３】
　ロジック素子２００は、図５，図６に示すように、半導体基板２０１を含む。半導体基
板２０１は、たとえば、単結晶シリコンからなる。ロジック素子２００は、半導体基板２
０１が、センサ素子１００の半導体基板１０１に対面している。ロジック素子２００の半
導体基板２０１は、支持基板として機能して、固体撮像装置１の全体の強度が確保される
。
【００６４】
　ロジック素子は、図５，図６に示すように、半導体基板２０１においてセンサ素子１０
０に対面する側の表面（上面）に、配線層２１０と絶縁層２２０とが、順次、設けられて
いる。配線層２１０と絶縁層２２０とのそれぞれは、半導体基板２０１の表面（上面）に
おいて、画素領域ＰＡ，周辺領域ＳＡ，スクライブ領域ＬＡの全体に渡って設けられてい
る。
【００６５】
　図示を省略しているが、ロジック素子２００において、半導体基板２０１の表面（上面
）側には、ＭＯＳトランジスタなどの半導体回路素子（図示無し）が設けられている。半
導体回路素子（図示無し）は、たとえば、図２に示した、カラム回路４、水平駆動回路５
、外部出力回路７を構成するように設けられている。
【００６６】
　そして、固体撮像装置１は、図５，図６に示すように、センサ素子１００の絶縁層１２
０と、ロジック素子２００の絶縁層２２０とが接合されており、これにより、センサ素子
１００と、ロジック素子２００との両者が貼り合わされている。
【００６７】
　固体撮像装置１は、図５に示すように、センサ素子１００の半導体基板１０１において
、配線層１１０が設けられた表面（下面）側とは反対側の裏面（上面）から入射する入射
光Ｈを、フォトダイオード２１が受光するように構成されている。
【００６８】
　つまり、固体撮像装置１は、「裏面照射型ＣＭＯＳイメージセンサ」である。
【００６９】
　また、固体撮像装置１は、図６に示すように、周辺領域ＳＡにおいては、図４に示した
、パッド電極ＰＡＤ、パッド周辺ガードリングＰＧ、パッド周辺絶縁リングＰＺが設けら
れている。
【００７０】
　そして、図６に示すように、スクライブ領域ＬＡには、図４に示した、チップ周辺ガー
ドリングＣＧとチップ周辺ホールリングＣＨとが設けられている。
【００７１】
（Ａ－３－３）各部の詳細構成
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　固体撮像装置１を構成する各部の詳細について、順次、説明する。
【００７２】
（ａ）フォトダイオード２１について
　フォトダイオード２１は、図５に示すように、画素領域ＰＡにおいて、複数の画素Ｐの
それぞれに対応して設けられている。フォトダイオード２１は、センサ素子１００におい
て、たとえば、厚みが１～３０μｍに薄膜化された半導体基板１０１に設けられている。
【００７３】
　フォトダイオード２１は、被写体像として入射する入射光Ｈを受光して光電変換するこ
とによって、信号電荷を生成し蓄積するように形成されている。
【００７４】
　ここでは、図５に示すように、半導体基板１０１の裏面（上面）側であって、フォトダ
イオード２１の上方には、カラーフィルタＣＦ，マイクロレンズＭＬが設けられている。
このため、フォトダイオード２１は、これらの各部を順次介して入射した入射光Ｈを、受
光面ＪＳで受光して光電変換が行われる。
【００７５】
　フォトダイオード２１は、たとえば、ｎ型電荷蓄積領域（図示なし）を含み、そのｎ型
電荷蓄積領域（図示なし）が、半導体基板１０１のｐ型半導体領域（図示なし）に設けら
れている。そして、そのｎ型電荷蓄積領域において、半導体基板１０１の表面側には、不
純物濃度が高いｐ型半導体領域（図示なし）が、正孔蓄積層として設けられている。つま
り、フォトダイオード２１は、ＨＡＤ（Ｈｏｌｅ　Ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｉｏｄ
ｅ）構造で形成されている。
【００７６】
　図７に示すように、各フォトダイオード２１は、アノードが接地されており、蓄積した
信号電荷（ここでは、電子）が、画素トランジスタＴｒによって読み出され、電気信号と
して垂直信号線２７へ出力されるように構成されている。
【００７７】
（ｂ）画素トランジスタＴｒについて
　画素トランジスタＴｒは、上述したように、画素領域ＰＡにおいて、複数の画素Ｐのそ
れぞれに対応して設けられている。画素トランジスタＴｒは、図７に示すように、転送ト
ランジスタ２２と、増幅トランジスタ２３と、選択トランジスタ２４と、リセットトラン
ジスタ２５とを含み、各画素Ｐにおいて、フォトダイオード２１から信号電荷を電気信号
として出力する。
【００７８】
　上述したように、図５では、画素トランジスタＴｒについて図示を省略しているが、画
素トランジスタＴｒは、半導体基板１０１の表面（下面）に設けられている。具体的には
、画素トランジスタＴｒを構成する各トランジスタ２２～２５は、たとえば、半導体基板
１０１において画素Ｐの間を分離する領域に、活性化領域（図示なし）が形成されており
、各ゲートがｎ型不純物を含むポリシリコンを用いて形成されている。
【００７９】
　画素トランジスタＴｒにおいて、転送トランジスタ２２は、図７に示すように、フォト
ダイオード２１で生成された信号電荷を、フローティング・ディフュージョンＦＤに転送
するように構成されている。具体的には、転送トランジスタ２２は、フォトダイオード２
１のカソードと、フローティング・ディフュージョンＦＤとの間に設けられている。そし
て、転送トランジスタ２２は、ゲートに転送線２６が電気的に接続されている。転送トラ
ンジスタ２２では、転送線２６からゲートに送信される転送信号ＴＧに基づいて、フォト
ダイオード２１において蓄積された信号電荷を、フローティング・ディフュージョンＦＤ
に転送する。
【００８０】
　画素トランジスタＴｒにおいて、増幅トランジスタ２３は、図７に示すように、フロー
ティング・ディフュージョンＦＤにおいて、電荷から電圧へ変換された電気信号を増幅し
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て出力するように構成されている。具体的には、増幅トランジスタ２３は、ゲートが、フ
ローティング・ディフュージョンＦＤに電気的に接続されている。また、増幅トランジス
タ２３は、ドレインが電源供給線Ｖｄｄに電気的に接続され、ソースが選択トランジスタ
２４に電気的に接続されている。増幅トランジスタ２３は、選択トランジスタ２４がオン
状態になるように選択されたときには、定電流源Ｉから定電流が供給されて、ソースフォ
ロアとして動作する。このため、増幅トランジスタ２３では、選択トランジスタ２４に選
択信号が供給されることによって、フローティング・ディフュージョンＦＤにおいて、電
荷から電圧へ変換された電気信号が増幅される。
【００８１】
　画素トランジスタＴｒにおいて、選択トランジスタ２４は、図７に示すように、選択信
号に基づいて、増幅トランジスタ２３によって出力された電気信号を、垂直信号線２７へ
出力するように構成されている。具体的には、選択トランジスタ２４は、選択信号が供給
されるアドレス線２８にゲートが接続されている。そして、選択トランジスタ２４は、選
択信号が供給された際にはオン状態になり、上記のように増幅トランジスタ２３によって
増幅された出力信号を、垂直信号線２７に出力する。
【００８２】
　画素トランジスタＴｒにおいて、リセットトランジスタ２５は、図７に示すように、リ
セットトランジスタ２５は、増幅トランジスタ２３のゲート電位をリセットするように構
成されている。具体的には、リセットトランジスタ２５は、リセット信号が供給されるリ
セット線２９にゲートが電気的に接続されている。また、リセットトランジスタ２５は、
ドレインが電源供給線Ｖｄｄに電気的に接続され、ソースがフローティング・ディフュー
ジョンＦＤに電気的に接続されている。そして、リセットトランジスタ２５は、リセット
線２９から送信されたリセット信号に基づいて、フローティング・ディフュージョンＦＤ
を介して、増幅トランジスタ２３のゲート電位を、電源電圧にリセットする。
【００８３】
　各トランジスタ２２，２４，２５の各ゲートは、水平方向ｘに並ぶ複数の画素Ｐからな
る行単位で接続されており、その行単位にて並ぶ複数の画素について同時に駆動される。
具体的には、上述した垂直駆動回路（図示なし）によって供給される選択信号によって、
水平ライン（画素行）単位で垂直な方向に順次選択される。そして、タイミングジェネレ
ータ（図示なし）から出力される各種タイミング信号によって各画素Ｐのトランジスタが
制御される。これにより、各画素Ｐにおける出力信号が垂直信号線２７を通して画素Ｐの
列毎にカラム回路（図示なし）に読み出される。そして、カラム回路で保持された信号が
、水平駆動回路（図示なし）によって選択されて、外部出力回路（図示なし）へ順次出力
される。
（ｃ）カラーフィルタＣＦについて
　カラーフィルタＣＦは、図５に示すように、画素領域ＰＡにおいて、半導体基板１０１
の裏面（上面）側に設けられている。
【００８４】
　ここでは、半導体基板１０１の裏面（上面）には、第１絶縁膜１０２と第２絶縁膜１０
３とが設けられている。
【００８５】
　第１絶縁膜１０２は、反射防止膜として機能するように、たとえば、ＳｉＮなどの絶縁
材料を用いて形成されている。
【００８６】
　また、第２絶縁膜１０３は、銅拡散防止膜として機能するように、たとえば、ＳｉＣな
どの低誘電率な絶縁材料を用いて形成されている。
【００８７】
　そして、この第２絶縁膜１０３の上面に、カラーフィルタＣＦが形成されている。
【００８８】
　カラーフィルタＣＦは、半導体基板１０１の裏面（上面）側からオンチップレンズＯＣ
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Ｌを介して入射する入射光Ｈが着色されて透過するように形成されている。たとえば、カ
ラーフィルタＣＦは、入射光Ｈとして入射する可視光線のうち、所定の波長領域の光が選
択的に透過するように形成されている。
【００８９】
　カラーフィルタＣＦは、たとえば、赤色フィルタ層（図示なし）、緑色フィルタ層（図
示なし）、青色フィルタ層（図示なし）を含み、ベイヤー配列で、その３原色の各フィル
タ層が、各画素Ｐに対応するように配置されている。
【００９０】
　たとえば、カラーフィルタＣＦは、着色顔料とフォトレジスト樹脂とを含む塗布液を、
スピンコート法などのコーティング方法によって塗布して塗膜を形成後、リソグラフィ技
術によって、その塗膜をパターン加工して形成される。
【００９１】
（ｄ）オンチップレンズＯＣＬ，レンズ材層１０４について
　オンチップレンズＯＣＬは、図５に示すように、画素領域ＰＡにおいて、複数の画素Ｐ
のそれぞれに対応して設けられている。
【００９２】
　オンチップレンズＯＣＬは、半導体基板１０１の裏面（上面）側において、カラーフィ
ルタＣＦの上面に設けられている。
【００９３】
　オンチップレンズＯＣＬは、半導体基板１０１の裏面（上面）から上方に凸状に突き出
た凸レンズであり、半導体基板１０１の裏面（上面）側から入射する入射光Ｈをフォトダ
イオード２１へ集光する。
【００９４】
　詳細については後述するが、オンチップレンズＯＣＬは、カラーフィルタＣＦを介して
第２絶縁膜１０３の上面に成膜されたレンズ材層１０４（図６参照）を加工することで形
成されている。
【００９５】
　たとえば、第２絶縁膜１０３の上面に有機樹脂材料を成膜することで、レンズ材層１０
４を設ける。そして、レンズ材層１０４上にフォトレジスト膜（図示無し）を設けた後に
、そのフォトレジスト膜（図示無し）をレンズ形状にパターン加工する。そして、そのレ
ンズ形状のレジストパターン（図示無し）をマスクとして、そのレンズ材層１０４につい
てエッチバック処理を実施する。このようにして、オンチップレンズＯＣＬが形成される
。なお、上記以外に、レンズ材層１０４をパターン加工後、リフロー処理することで、オ
ンチップレンズＯＣＬを形成しても良い。
【００９６】
　レンズ材層１０４は、図６に示すように、周辺領域ＳＡおよびスクライブ領域ＬＡにお
いては、オンチップレンズＯＣＬに加工されずに、第２絶縁膜１０３の上面を被覆するよ
うに設けられている。
【００９７】
　図６に示すように、周辺領域ＳＡでは、レンズ材層１０４は、半導体基板１０１の上面
においてパッド周辺ガードリングＰＧが設けられた部分を、第２絶縁膜１０３を介して被
覆するように設けられている。また、レンズ材層１０４は、パッド周辺絶縁リングＰＺが
設けられた部分を、第２絶縁膜１０３を介して被覆するように設けられている。そして、
レンズ材層１０４は、パッド電極ＰＡＤが設けられた部分に、パッド開口ＰＫが形成され
ている。
【００９８】
　図６に示すように、スクライブ領域ＬＡにおいては、レンズ材層１０４は、周辺領域Ｓ
Ａに近い部分に設けられ、周辺領域ＳＡから遠い部分には、設けられていない。
【００９９】
　具体的には、レンズ材層１０４は、スクライブ領域ＬＡにおいて周辺領域ＳＡに近い部
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分であって、半導体基板１０１の上面においてチップ周辺ガードリングＣＧが設けられた
部分を、第２絶縁膜１０３を介して被覆するように設けられている。しかし、レンズ材層
１０４は、スクライブ領域ＬＡにおいて周辺領域ＳＡから遠い部分であって、ダイシング
が行われて切断される部分に近い部分には、設けられていない。
【０１００】
（ｅ）センサ素子１００の配線層１１０，絶縁層１２０について
　センサ素子１００において、配線層１１０は、図５，図６に示すように、半導体基板１
０１のうち、カラーフィルタＣＦ、マイクロレンズＭＬなどの各部が設けられた裏面（上
面）とは反対側の表面（下面）に設けられている。つまり、センサ素子１００において、
配線層１１０は、半導体基板１０１のうち、ロジック素子２００に対面する側の面（下面
）に設けられている。
【０１０１】
　配線層１１０は、図５に示すように、配線１１０Ｈと絶縁層１１０Ｚとを含み、絶縁層
１１０Ｚ内において、配線１１０Ｈが設けられている。配線層１１０は、いわゆる多層配
線層であり、絶縁層１１０Ｚを構成する層間絶縁膜と配線１１０Ｈとが、交互に、複数回
、積層されて形成されている。
【０１０２】
　たとえば、シリコン酸化物などの絶縁材料を用いて、絶縁層１１０Ｚが形成されている
。また、アルミニウムなどの導電性の金属材料を用いて、配線１１０Ｈが形成されている
。
【０１０３】
　配線層１１０において、配線１１０Ｈは、図７で示した、転送線２６，アドレス線２８
，垂直信号線２７，リセット線２９などの各配線として機能するように、複数が積層して
形成されている。
【０１０４】
　そして、図５，図６に示すように、配線層１１０において半導体基板１０１側とは反対
側の表面（下面）には、絶縁層１２０が設けられている。
【０１０５】
　たとえば、絶縁層１２０は、シリコン酸化物などの絶縁材料を用いて、絶縁層１１０Ｚ
が形成されている。
【０１０６】
（ｆ）ロジック素子２００の配線層２１０，絶縁層２２０について
　ロジック素子２００において、配線層２１０は、図５，図６に示すように、半導体基板
２０１のうち、センサ素子１００に対面する側の面（上面）に設けられている。
【０１０７】
　配線層２１０は、図５に示すように、配線２１０Ｈと絶縁層２１０Ｚとを含み、絶縁層
２１０Ｚ内において、配線２１０Ｈが設けられている。配線層２１０は、いわゆる多層配
線層であり、絶縁層２１０Ｚを構成する層間絶縁膜と配線２１０Ｈとが、交互に、複数回
、積層されて形成されている。
【０１０８】
　たとえば、シリコン酸化物などの絶縁材料を用いて、絶縁層２１０Ｚが形成されている
。また、アルミニウムなどの導電性の金属材料を用いて、配線２１０Ｈが形成されている
。
【０１０９】
　配線層２１０において、配線２１０Ｈは、ロジック素子２００の半導体基板２０１に設
けられた半導体回路素子（図示無し）に電気的に接続する配線として機能するように、複
数が積層して形成されている。
【０１１０】
　そして、図５，図６に示すように、配線層２１０において半導体基板２０１側とは反対
側の表面（上面）には、絶縁層２２０が設けられている。
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【０１１１】
　たとえば、絶縁層２２０は、シリコン酸化物などの絶縁材料を用いて、絶縁層１１０Ｚ
が形成されている。
【０１１２】
（ｇ）パッド電極ＰＡＤについて
　パッド電極ＰＡＤは、図４，図６に示すように、周辺領域ＳＡに設けられている。
【０１１３】
　ここでは、図４に示すように、パッド電極ＰＡＤは、複数が、画素領域ＰＡの右側端部
に設けられている。
【０１１４】
　また、図６に示すように、パッド電極ＰＡＤは、ロジック素子２００の配線層２１０の
内部に設けられている。
【０１１５】
　具体的には、パッド電極ＰＡＤは、配線層２１０を構成する絶縁層２１０Ｚ内に設けら
れている。パッド電極ＰＡＤは、たとえば、配線層２１０を構成する他の配線２１０Ｈと
同様に、アルミニウムなどの導電性の金属材料を用いて形成されている。
【０１１６】
　パッド電極ＰＡＤは、他の配線２１０Ｈと電気的に接続されており、ロジック素子２０
０に設けた半導体回路素子（図示無し）と、その外部に設けた素子（図示無し）との間が
電気的に接続される。たとえば、パッド電極ＰＡＤは、センサ素子１００の配線層１１０
内に設けられた他のパッド電極（図示無し）と電気的に接続される。また、パッド電極Ｐ
ＡＤは、ボンディングワイヤ（図示無し）を用いて、センサ素子１００以外に設けられた
外部素子（図示無し）に電気的に接続される。
【０１１７】
　図６に示すように、パッド電極ＰＡＤは、上方にパッド開口ＰＫが形成されており、パ
ッド電極ＰＡＤの上面が露出している。
【０１１８】
　ここでは、パッド開口ＰＫは、パッド電極ＰＡＤの上面からレンズ材層１０４の上面ま
での間を貫通するように設けられている。
【０１１９】
　具体的には、パッド開口ＰＫは、第１パッド開口ＰＫ１と第２パッド開口ＰＫ２とを含
み、第１パッド開口ＰＫ１と第２パッド開口ＰＫ２とが深さ方向ｚにおいて積み重なるよ
うに設けられている。
【０１２０】
　第１パッド開口ＰＫ１は、図６に示すように、センサ素子１００の配線層１１０の上面
から、レンズ材層１０４の上面までの間を貫通するように設けられている。すなわち、第
１パッド開口ＰＫ１は、センサ素子１００の半導体基板１０１と第１絶縁膜１０２と第２
絶縁膜１０３とレンズ材層１０４とのそれぞれを貫通するように形成されている。
【０１２１】
　第２パッド開口ＰＫ２は、図６に示すように、パッド電極ＰＡＤの上面から、センサ素
子１００の配線層１１０の上面までの間を貫通するように設けられている。すなわち、第
２パッド開口ＰＫ２は、センサ素子１００の配線層１１０と絶縁層１２０との両者を貫通
するように形成されている。また、第２パッド開口ＰＫ２は、ロジック素子２００の絶縁
層２２０と共に、配線層２１０においてパッド電極ＰＡＤが設けられた部分の上方が貫通
するように形成されている。
【０１２２】
（ｈ）パッド周辺ガードリングＰＧについて
　パッド周辺ガードリングＰＧは、図４，図６に示すように、周辺領域ＳＡに設けられて
いる。
【０１２３】
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　ここでは、図４に示すように、パッド周辺ガードリングＰＧは、パッド電極ＰＡＤの周
りを矩形状に囲うように設けられている。
【０１２４】
　図６に示すように、パッド周辺ガードリングＰＧは、ロジック素子２００の半導体基板
２０１の表面（上面）から、センサ素子１００の第１絶縁膜１０２の上面までの間に設け
られている。
【０１２５】
　パッド周辺ガードリングＰＧは、図６に示すように、第１パッド周辺ガードリングＰＧ
１と第２パッド周辺ガードリングＰＧ２とを含む。第１パッド周辺ガードリングＰＧ１と
第２パッド周辺ガードリングＰＧ２とのそれぞれは、深さ方向ｚにおいて、積み重なるよ
うに設けられている。
【０１２６】
　パッド周辺ガードリングＰＧのうち、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１は、図６に示
すように、パッド開口ＰＫの側部に位置するように設けられている。また、第１パッド周
辺ガードリングＰＧ１は、深さ方向ｚにおいて幅が上方から下方へ向かうに伴って狭くな
るように形成されている。
【０１２７】
　図６に示すように、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１は、センサ素子１００の第１絶
縁膜１０２の上面から第２パッド周辺ガードリングＰＧ２の上面までの間に形成されたた
トレンチＴＲＰに形成されている。具体的には、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１は、
センサ素子１００の半導体基板１０１と第１絶縁膜１０２と配線層１１０と絶縁層１２０
とのそれぞれを貫通するように形成されている。また、第１パッド周辺ガードリングＰＧ
１は、ロジック素子２００の絶縁層２２０と共に、配線層２１０において第２パッド周辺
ガードリングＰＧ２が設けられた部分の上方が貫通するように形成されている。このよう
に、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１は、ＴＣＶ（Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｃｈｉｐ　Ｖｉａ
）としてセンサ素子１００を貫通するトレンチＴＲＰに設けられている。
【０１２８】
　パッド周辺ガードリングＰＧのうち、第２パッド周辺ガードリングＰＧ２は、図６に示
すように、パッド電極ＰＡＤの側部に位置するように設けられている。
【０１２９】
　図６に示すように、第２パッド周辺ガードリングＰＧ２は、配線層２１０の内部に設け
られている。
【０１３０】
　第１パッド周辺ガードリングＰＧ１と第２パッド周辺ガードリングＰＧ２とのそれぞれ
は、パッド開口ＰＫ内の側面から吸湿された水分が、チップ領域ＣＡ（画素領域ＰＡ，周
辺領域ＳＡ）へ浸入することをガードするように形成されている。つまり、第１パッド周
辺ガードリングＰＧ１と第２パッド周辺ガードリングＰＧ２とのそれぞれは、パッド開口
ＰＫとの間に位置する部分よりも、湿気が透過しにくい材料で形成されている。
【０１３１】
　たとえば、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１は、銅などの金属材料を用いて形成され
ている。第１パッド周辺ガードリングＰＧ１は、図６に示すように、トレンチＴＲＰの全
体に金属材料を一体で埋め込むことで形成されている。
【０１３２】
　また、第２パッド周辺ガードリングＰＧ２は、たとえば、配線層２１０を構成する配線
２１０Ｈと同様に、アルミニウムなどの導電性の金属材料からなる金属導電膜を積層する
ことで形成されている。また、第２パッド周辺ガードリングＰＧ２は、その積層する複数
の金属導電膜の間が連結する金属層が設けられている。
【０１３３】
（ｉ）パッド周辺絶縁リングＰＺについて
　パッド周辺絶縁リングＰＺは、図４，図６に示すように、周辺領域ＳＡに設けられてい
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る。
【０１３４】
　ここでは、図４に示すように、パッド周辺絶縁リングＰＺは、パッド周辺ガードリング
ＰＧを介して、パッド電極ＰＡＤの周りを矩形状に囲うように設けられている。
【０１３５】
　また、図６に示すように、パッド周辺絶縁リングＰＺは、センサ素子１００の半導体基
板１０１において裏面（上面）から表面（下面）の間を貫通するように設けられている。
【０１３６】
　パッド周辺絶縁リングＰＺは、絶縁材料を用いて形成されている。そして、パッド周辺
絶縁リングＰＺは、たとえば、製造時に位置合わせマークとして用いられる。
【０１３７】
（ｊ）チップ周辺ホールリングＣＨについて
　チップ周辺ホールリングＣＨは、図４，図６に示すように、スクライブ領域ＬＡに設け
られている。
【０１３８】
　ここでは、図４に示すように、チップ周辺ホールリングＣＨは、スクライブ領域ＬＡに
おいて、ダイシングで切断される端部よりもチップ領域ＣＡの側の内側部分に設けられて
いる。チップ周辺ホールリングＣＨは、チップ領域ＣＡの周りを矩形状に囲うように設け
られている。
【０１３９】
　図６に示すように、チップ周辺ホールリングＣＨは、エアギャップであり、ロジック素
子２００の配線層２１０の上側部分から、センサ素子１００の第２絶縁膜１０３の上面ま
での間を開口させることで形成されている。すなわち、チップ周辺ホールリングＣＨは、
センサ素子１００の半導体基板１０１と第１絶縁膜１０２と第２絶縁膜１０３と配線層１
１０と絶縁層１２０とのそれぞれを貫通するように形成されている。また、チップ周辺ホ
ールリングＣＨは、ロジック素子２００の絶縁層２２０を貫通すると共に、配線層２１０
の上方に溝を設けることで形成されている。
【０１４０】
　チップ周辺ホールリングＣＨは、図６に示すように、深さ方向ｚで同じ幅になるように
形成されている。詳細については後述するが、チップ周辺ホールリングＣＨは、スクライ
ブ領域ＬＡでダイシングの際に生ずるチッピングが、チップ領域ＣＡまで達することを防
止するために設けられている。
【０１４１】
（ｋ）チップ周辺ガードリングＣＧについて
　チップ周辺ガードリングＣＧは、図４，図６に示すように、スクライブ領域ＬＡに設け
られている。
【０１４２】
　ここでは、図４に示すように、チップ周辺ガードリングＣＧは、スクライブ領域ＬＡに
おいて、ダイシングで切断される端部よりもチップ領域ＣＡの側の内側部分に設けられて
いる。チップ周辺ガードリングＣＧは、チップ領域ＣＡの周りを矩形状に囲うように設け
られている。
【０１４３】
　チップ周辺ガードリングＣＧは、図６に示すように、第１チップ周辺ガードリングＣＧ
１と第２チップ周辺ガードリングＣＧ２とを含む。第１チップ周辺ガードリングＣＧ１と
第２チップ周辺ガードリングＣＧ２とのそれぞれは、深さ方向ｚにおいて、積み重なるよ
うに設けられている。第１チップ周辺ガードリングＣＧ１と第２チップ周辺ガードリング
ＣＧ２とのそれぞれは、チップ周辺ホールリングＣＨよりもチップ領域ＣＡに近い位置に
設けられている。
【０１４４】
　チップ周辺ガードリングＣＧのうち、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、図６に示
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すように、チップ周辺ホールリングＣＨの側部に位置するように設けられている。第１チ
ップ周辺ガードリングＣＧ１は、深さ方向ｚにおいて幅が上方から下方へ向かうに伴って
狭くなるように形成されている。
【０１４５】
　図６に示すように、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、センサ素子１００の第１絶
縁膜１０２の上面から第２パッド周辺ガードリングＰＧ２の上面までの間に形成されたト
レンチＴＲＣに形成されている。具体的には、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、セ
ンサ素子１００の半導体基板１０１と第１絶縁膜１０２と配線層１１０と絶縁層１２０と
のそれぞれを貫通するように形成されている。また、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１
は、ロジック素子２００の絶縁層２２０と共に、配線層２１０において第２チップ周辺ガ
ードリングＣＧ２が設けられた部分の上方が貫通するように形成されている。このように
、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１と同様に、
ＴＣＶとしてセンサ素子１００を貫通するトレンチＴＲＣに設けられている。
【０１４６】
　第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、チップ周辺ホールリングＣＨ内の側面から吸湿
された水分が、チップ領域ＣＡ（画素領域ＰＡ，周辺領域ＳＡ）へ浸入することをガード
するように形成されている。ここでは、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、チップ周
辺ホールリングＣＨとの間に位置する部分よりも、湿気が透過しにくい材料で形成されて
いる。これと共に、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、スクライブ領域ＬＡにおいて
ダイシングの際に生ずるチッピングが、側面からチップ領域ＣＡまで達することを防止す
るように設けられている。ここでは、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、チップ周辺
ホールリングＣＨとの間に位置する部分に対して、硬度，剛性率などの性質が異なる材料
であり、たとえば、機械的強度が大きな材料で形成されている。
【０１４７】
　たとえば、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１
と同様に、銅などの金属材料を用いて形成されている。第１チップ周辺ガードリングＣＧ
１は、図６に示すように、トレンチＴＲＰの全体に金属材料を一体で埋め込むことで形成
されている。
【０１４８】
　チップ周辺ガードリングＣＧのうち、第２チップ周辺ガードリングＣＧ２は、図６に示
すように、第２パッド周辺ガードリングＰＧ２と同様に、ロジック素子２００の配線層２
１０の内部に設けられている。第２チップ周辺ガードリングＣＧ２は、配線層２１０を構
成する絶縁層２１０Ｚの内部において、複数の金属導電膜を連結させて積層することで形
成されている。
【０１４９】
　チップ周辺ガードリングＣＧは、図６に示すように、第３チップ周辺ガードリングＣＧ
３を更に含む。
【０１５０】
　チップ周辺ガードリングＣＧのうち、第３チップ周辺ガードリングＣＧ３は、図４では
図示を省略しているが、チップ周辺ホールリングＣＨと同様な位置に設けられている。つ
まり、第３チップ周辺ガードリングＣＧ３は、チップ周辺ホールリングＣＨと同様に、ス
クライブ領域ＬＡにおいて、ダイシングで切断される端部よりもチップ領域ＣＡの側の内
側部分に設けられている。第３チップ周辺ガードリングＣＧ３は、チップ周辺ホールリン
グＣＨと同様に、チップ領域ＣＡの周りを矩形状に囲うように設けられている。第３チッ
プ周辺ガードリングＣＧ３は、第２チップ周辺ガードリングＣＧ２よりもチップ領域ＣＡ
の側から遠い位置に設けられている。
【０１５１】
　第３チップ周辺ガードリングＣＧ３は、図６に示すように、第２チップ周辺ガードリン
グＣＧ２と同様に、ロジック素子２００の配線層２１０の内部に設けられている。第３チ
ップ周辺ガードリングＣＧ３は、配線層２１０を構成する絶縁層２１０Ｚの内部において
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、複数の金属導電膜を連結させて積層することで形成されている。
【０１５２】
　すなわち、ロジック素子２００の配線層２１０において、スクライブ領域ＬＡには、
第２チップ周辺ガードリングＣＧ２と第３チップ周辺ガードリングＣＧ３との複数のガー
ドリングが設けられている。
【０１５３】
　第２チップ周辺ガードリングＣＧ２と第３チップ周辺ガードリングＣＧ３とのそれぞれ
は、ダイシングされた側面から吸湿された水分が、チップ領域ＣＡ（画素領域ＰＡ，周辺
領域ＳＡ）へ浸入することをガードするように形成されている。これと共に、第２チップ
周辺ガードリングＣＧ２と第３チップ周辺ガードリングＣＧ３とのそれぞれは、スクライ
ブ領域ＬＡにおいてダイシングの際に生ずるチッピングが、側面からチップ領域ＣＡまで
達することを防止するために設けられている。
【０１５４】
　たとえば、第２チップ周辺ガードリングＣＧ２と第３チップ周辺ガードリングＣＧ３と
のそれぞれは、配線層２１０を構成する配線２１０Ｈと同様に、アルミニウムなどの導電
性の金属材料を用いて形成されている。
【０１５５】
［Ｂ］製造方法
　上記の固体撮像装置１を製造する製造方法の要部について説明する。
【０１５６】
　図８～図１３は、実施形態１にかかる固体撮像装置の製造方法を示す図である。
【０１５７】
　ここで、図８は、ダイシングによって上記の固体撮像装置１へ分割する前の半導体基板
１０１の上面を示している。
【０１５８】
　図９～図１３は、図６と同様に、Ｘ３－Ｘ４部分の断面を示すと共に、分割前において
、その右側の隣に設けられた固体撮像装置のスクライブ領域ＬＡの断面を示している。
【０１５９】
　図９は、図４と同様に、Ｘ３－Ｘ４部分の断面を示している。また、図１０は、図５と
同様に、Ｘ５－Ｘ６部分の断面を示している。
【０１６０】
　本実施形態では、図７に示すように、複数の固体撮像装置１を、円盤状の大判な半導体
基板１０１の面（ｘｙ面）に並ぶように形成する。ここでは、図９～図１３に示すように
、（ａ）～（ｅ）の各工程を経て、複数の固体撮像装置１を形成する。つまり、半導体ウ
エハの面に、固体撮像装置１を半導体チップとして複数設ける。
【０１６１】
　その後、その固体撮像装置１の周囲においてライン状に設けられたスクライブ領域ＬＡ
において、ブレード（図示なし）を用いてダイシングすることによって、複数の固体撮像
装置１に分割する。これにより、図６に示したように、固体撮像装置１が製造される。
【０１６２】
　下記より、固体撮像装置１を製造する際の各製造工程について、順次、説明する。
【０１６３】
（ａ）貼り合わせなどの実施
　まず、図９に示すように、センサ素子１００の半導体基板１０１とロジック素子２００
の半導体基板２０１とを貼り合わせる。
【０１６４】
　この貼り合わせの実施に先立って、図９に示すように、ロジック素子２００を構成する
半導体基板２０１の表面（上面）に、配線層２１０と絶縁層２２０とを、順次、設ける。
【０１６５】
　ここでは、ロジック素子２００を構成する半導体基板２０１の表面（上面）側に、半導
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体回路素子（図示無し）を設ける。そして、半導体回路素子（図示無し）が設けられた半
導体基板２０１の表面（上面）全体を被覆するように、配線層２１０を設ける。
【０１６６】
　ロジック素子２００を構成する配線層２１０の形成においては、図９に示すように、周
辺領域ＳＡに、パッド電極ＰＡＤと第２パッド周辺ガードリングＰＧ２とを、絶縁層２１
０Ｚ内に設ける。
【０１６７】
　さらに、ロジック素子２００を構成する配線層２１０の形成においては、図９に示すよ
うに、スクライブ領域ＬＡに、第２チップ周辺ガードリングＣＧ２と第３チップ周辺ガー
ドリングＣＧ３とを設ける。
【０１６８】
　本実施形態では、配線層２１０の形成の際には、パッド電極ＰＡＤ、第２パッド周辺ガ
ードリングＰＧ２、第２チップ周辺ガードリングＣＧ２、第３チップ周辺ガードリングＣ
Ｇ３のそれぞれを、同時に形成する。具体的には、配線２１０Ｈの形成部分に金属材料を
成膜すると同時に、各部の形成部分にも金属材料を成膜する。そして、配線２１０Ｈへの
パターン加工の際に、同時に、各部へのパターン加工を行う。
【０１６９】
　そして、上記のように形成した配線層２１０の表面（上面）全体を被覆するように、絶
縁層２２０を設けて、ロジック素子２００を形成する。
【０１７０】
　ロジック素子２００の他に、センサ素子１００を構成する各部を半導体基板１０１に形
成する。
【０１７１】
　本工程では、図９に示すように、センサ素子１００を構成する半導体基板１０１の裏面
（上面）側には、第１絶縁膜１０２を設け、それよりも上方に設ける部材については、本
工程では設けない。つまり、図５，図６に示すセンサ素子１００において、第２絶縁膜１
０３、カラーフィルタＣＦ，オンチップレンズＯＣＬ，レンズ材層１０４については、本
工程では形成しない。
【０１７２】
　具体的には、図９に示すように、半導体基板１０１の周辺領域ＳＡに、パッド周辺絶縁
リングＰＺを設ける。パッド周辺絶縁リングＰＺについては、半導体基板１０１に溝を形
成後、その溝に絶縁材料を埋め込むことで形成する。
【０１７３】
　そして、図９では図示していないが、半導体基板１０１の画素領域ＰＡに、フォトダイ
オード２１を設ける（図５参照）。また、半導体基板１０１の表面（下面）側に、画素ト
ランジスタＴｒ（図７参照）などの半導体回路素子（図示無し）を設ける。
【０１７４】
　そして、図９に示すように、画素トランジスタＴｒなどの半導体回路素子（図示無し）
が設けられた半導体基板１０１の表面（下面）の全体を被覆するように、配線層１１０を
設ける。
【０１７５】
　そして、図９に示すように、その配線層１１０の表面（下面）の全体を被覆するように
、絶縁層１２０を設ける。
【０１７６】
　この後、図９に示すように、センサ素子１００の絶縁層１２０と、ロジック素子２００
の絶縁層２２０とを、たとえば、プラズマ接合によって接合する。
【０１７７】
　このようにして、センサ素子１００の半導体基板１０１とロジック素子２００の半導体
基板２０１とを貼り合わせる。
【０１７８】
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　貼り合わせた後、センサ素子１００の構成する半導体基板１０１を薄膜化する。ここで
は、半導体基板１０１の裏面側について、たとえば、ＣＭＰ処理などの除去加工処理を実
施することで、半導体基板１０１を薄膜化する。たとえば、半導体基板１０１の内部に設
けたパッド周辺絶縁リングＰＺが露出するまで、半導体基板１０１を薄膜化する。
【０１７９】
　そして、図９に示すように、センサ素子１００の構成する半導体基板１０１の裏面（上
面）に、第１絶縁膜１０２を設ける。
【０１８０】
（ｂ）トレンチＴＲＰ，ＴＲＣの形成
　つぎに、図１０に示すように、トレンチＴＲＰ，ＴＲＣを形成する。
【０１８１】
　ここでは、図１０に示すように、周辺領域ＳＡにおいて第１パッド周辺ガードリングＰ
Ｇ１（図６参照）を形成する部分にトレンチＴＲＰを形成する。
【０１８２】
　具体的には、図１０に示すように、センサ素子１００の第１絶縁膜１０２の上面から第
２パッド周辺ガードリングＰＧ２の上面までの間を貫通するように、このトレンチＴＲＰ
を形成する。つまり、センサ素子１００の半導体基板１０１と第１絶縁膜１０２と配線層
１１０と絶縁層１２０と、ロジック素子２００の絶縁層２２０と共に、配線層２１０にお
いて第２パッド周辺ガードリングＰＧ２が設けられた部分の上方が貫通するように形成す
る。
【０１８３】
　図１０に示すように、トレンチＴＲＰの他に、スクライブ領域ＬＡにおいて第１チップ
周辺ガードリングＣＧ１（図６参照）を形成する部分に、トレンチＴＲＣを形成する。
【０１８４】
　具体的には、図１０に示すように、センサ素子１００の第１絶縁膜１０２の上面から第
２チップ周辺ガードリングＣＧ２の上面までの間を貫通するように、このトレンチＴＲＣ
を形成する。つまり、センサ素子１００の半導体基板１０１と第１絶縁膜１０２と配線層
１１０と絶縁層１２０とロジック素子２００の絶縁層２２０と共に、配線層２１０におい
て第２チップ周辺ガードリングＣＧ２が設けられた部分の上方が貫通するように形成する
。
【０１８５】
　本実施形態においては、各トレンチＴＲＰ，ＴＲＣについて、同時に形成する。ここで
は、各トレンチＴＲＰ，ＴＲＣについて、深さ方向ｚにおいて幅が上方から下方へ向かう
に伴って狭くなるように形成する。つまり、深さ方向ｚの断面がテーパー状になるように
形成する。
【０１８６】
　本工程では、第１絶縁膜１０２の上面を被覆するようにフォトレジスト膜（図示無し）
を成膜後、そのフォトレジスト膜（図示無し）をパターン加工して、レジストパターン（
図示無し）を形成する。レジストパターン（図示無し）については、第１絶縁膜１０２の
上面において、各トレンチＴＲＰ，ＴＲＣを形成する部分が露出し、他の部分が被覆され
た状態になるように形成する。そして、そのレジストパターン（図示無し）をマスクとし
て用いて、第１絶縁膜１０２などの各部についてエッチング処理を実施する。これにより
、各トレンチＴＲＰ，ＴＲＣが形成される。
【０１８７】
　各トレンチＴＲＰ，ＴＲＣについては、たとえば、下記のように形成することが好適で
ある。
（トレンチＴＲＰ，ＴＲＣについて）
・幅：１～４μｍ
・深さ：１０μｍ
【０１８８】



(22) JP 2012-178496 A 2012.9.13

10

20

30

40

50

（ｃ）第１パッド周辺ガードリングＰＧ１，第１チップ周辺ガードリングＣＧ１の形成
　つぎに、図１１に示すように、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１，第１チップ周辺ガ
ードリングＣＧ１を形成する。
【０１８９】
　ここでは、図１１に示すように、上記の工程で形成した各トレンチＴＲＰ，ＴＲＣに金
属導電材料を埋め込むことで、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１と、第１チップ周辺ガ
ードリングＣＧ１とのそれぞれを形成する。
【０１９０】
　具体的には、図１１に示すように、第２チップ周辺ガードリングＣＧ２の上面に設けら
れたトレンチＴＲＣに金属導電材料を埋め込むことで、第１パッド周辺ガードリングＰＧ
１を形成する。また、第２チップ周辺ガードリングＣＧ２の上面に設けられたトレンチＴ
ＲＣに金属導電材料を埋め込むことで、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１を形成する。
【０１９１】
　本実施形態においては、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１と、第１チップ周辺ガード
リングＣＧ１とのそれぞれを、同時に形成する。
【０１９２】
　本工程では、たとえば、Ｃｕ（銅）を電解メッキ法によって各トレンチＴＲＰ，ＴＲＣ
の内部に埋め込むように成膜する。たとえば、電流値が１０Ａ以下のメッキ条件で、この
形成を実施する。これにより、図１１に示すように、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１
および第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、深さ方向ｚにおいて幅が上方から下方へ向
かうに伴って狭くなるように形成される。つまり、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１お
よび第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、深さ方向ｚの断面がテーパー状になるように
形成される。
【０１９３】
（ｄ）第２絶縁膜１０３、レンズ材層１０４の形成
　つぎに、図１２に示すように、第２絶縁膜１０３とレンズ材層１０４とを形成する。
【０１９４】
　ここでは、図１２に示すように、第１絶縁膜１０２の上面を被覆するように、第２絶縁
膜１０３を設ける。
【０１９５】
　この後、図１２に示すように、第２絶縁膜１０３の上面を被覆するように、レンズ材層
１０４を設ける。
【０１９６】
　図１２では図示していないが、画素領域ＰＡにおいても、第２絶縁膜１０３とレンズ材
層１０４とを形成する。
【０１９７】
　画素領域ＰＡでは、図６に示すように、第２絶縁膜１０３の形成後であってレンズ材層
１０４の形成前に、カラーフィルタＣＦを形成する。また、画素領域ＰＡでは、レンズ材
層１０４の形成後に、そのレンズ材層１０４を加工して、オンチップレンズＯＣＬを形成
する。
【０１９８】
　第２絶縁膜１０３については、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１と第１チップ周辺ガ
ードリングＣＧ１の銅成分が拡散することを防止する銅拡散防止膜として機能するように
、たとえば、ＳｉＣなどの低誘電率な絶縁材料を用いて形成する。
【０１９９】
　また、レンズ材層１０４についても、銅拡散防止膜として機能するように、センサ素子
１００の上面において第１チップ周辺ガードリングＣＧ１，第１パッド周辺ガードリング
ＰＧ１が設けられた部分を被覆するように設けられている。
【０２００】
（ｅ）パッド開口ＰＫ，チップ周辺ホールリングＣＨの形成
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　つぎに、図１３に示すように、パッド開口ＰＫとチップ周辺ホールリングＣＨとを形成
する。
【０２０１】
　ここでは、図１３に示すように、パッド電極ＰＡＤの上面が露出するように、パッド開
口ＰＫを周辺領域ＳＡに形成する。
【０２０２】
　パッド開口ＰＫの形成においては、まず、第１パッド開口ＰＫ１を形成する。
【０２０３】
　第１パッド開口ＰＫ１については、図１３に示すように、センサ素子１００の半導体基
板１０１と第１絶縁膜１０２と第２絶縁膜１０３とレンズ材層１０４とにおいて、第１パ
ッド開口ＰＫ１を形成する部分をエッチング処理で除去することで形成する。
【０２０４】
　そして、第２パッド開口ＰＫ２を形成する。
【０２０５】
　第２パッド開口ＰＫ２については、センサ素子１００の配線層１１０および絶縁層１２
０と、ロジック素子２００の配線層２１０および絶縁層２２０とにおいて、第２パッド開
口ＰＫ２を形成する部分をエッチング処理で除去することで形成する。
【０２０６】
　本工程では、パッド開口ＰＫの他に、図１３に示すように、チップ周辺ホールリングＣ
Ｈをスクライブ領域ＬＡに設ける。
【０２０７】
　チップ周辺ホールリングＣＨの形成の際には、図１３に示すように、第２絶縁膜１０３
の上面において、チップ周辺ホールリングＣＨを形成する部分を含む領域から、レンズ材
層１０４を除去する。
【０２０８】
　具体的には、レンズ材層１０４については、スクライブ領域ＬＡにおいて周辺領域ＳＡ
に近い部分であって、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１が設けられた部分を残し、周辺
領域ＳＡから遠い部分であってチップ周辺ホールリングＣＨを形成する部分を除去する。
また、スクライブ領域ＬＡにおいて、ダイシングによって切断される部分（太い破線部分
）から、レンズ材層１０４を除去する。
【０２０９】
　そして、センサ素子１００の半導体基板１０１，第１絶縁膜１０２，第２絶縁膜１０３
，配線層１１０，絶縁層１２０と、ロジック素子２００の絶縁層２２０，配線層２１０と
において、チップ周辺ホールリングＣＨの形成部分を除去する。たとえば、エッチング処
理の実施によって、これらの部分を除去する。これにより、チップ周辺ホールリングＣＨ
が形成される。
【０２１０】
　上記の各工程では、たとえば、パッド周辺絶縁リングＰＺを位置合わせマークとして用
いて、位置合わせを実施することで実施される。
【０２１１】
　このようにすることで、図８に示したように、複数の固体撮像装置１が円盤状の半導体
基板１０１の面（ｘｙ面）に形成される。
【０２１２】
（ｆ）ダイシング
　つぎに、図６に示したように、ダイシングを実施して、複数の固体撮像装置１を分割す
る。
【０２１３】
　ここでは、図８に示したように、複数の固体撮像装置１の周囲にライン状に設けたスク
ライブ領域ＬＡで、ブレード（図示なし）を用いてダイシングを実施し、複数の固体撮像
装置１に分割する。つまり、複数の固体撮像装置１が半導体チップとして形成された大判
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の半導体ウエハ（１０１など）を切削して、複数の半導体チップにチップ化する。
【０２１４】
　具体的には、図１３に示すように、分割前の半導体ウエハ（１０１など）のスクライブ
領域ＬＡにおいて、複数の固体撮像装置１のチップ周辺ガードリングＣＧの間に位置する
部分（太い破線の部分）で分割するように、ダイシングを実施する。
【０２１５】
　これにより、固体撮像装置１が完成される。
【０２１６】
［Ｃ］まとめ
　以上のように、本実施形態では、固体撮像装置１は、チップ領域ＣＡを含み、チップ領
域ＣＡには、画素領域ＰＡと、その画素領域ＰＡの周辺に位置する周辺領域ＳＡと含む。
そして、チップ領域ＣＡの周りを囲うように、スクライブ領域ＬＡが設けられている（図
４参照）。
【０２１７】
　固体撮像装置１は、センサ素子１００と、センサ素子１００に対面して積層するように
貼り合わされており、パッド電極ＰＡＤが設けられているロジック素子２００とを有する
。センサ素子１００とロジック素子２００との積層体からなる固体撮像装置１は、パッド
電極ＰＡＤにおいてセンサ素子１００に対面するパッド面の上面に、パッド開口ＰＫが設
けられている。また、この積層体からなる固体撮像装置１は、パッド開口ＰＫの側部を囲
うように第１パッド周辺ガードリングＰＧ１が設けられている（図６参照）。
【０２１８】
　この他に、積層体からなる固体撮像装置１は、スクライブ領域ＬＡにてダイシングされ
る部分よりもチップ領域ＣＡの側の内部に、トレンチがチップ周辺ホールリングＣＨとし
てチップ領域ＣＡの周りを囲うように設けられている。これと共に、スクライブ領域ＬＡ
においては、そのチップ周辺ホールリングＣＨが設けられている部分よりもチップ領域Ｃ
Ａの側に、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１が設けられている（図６参照）。
【０２１９】
　よって、本実施形態では、下記に示すように、装置の信頼性や、製品の歩留まりなどを
向上できる。
【０２２０】
　図１４は、実施形態１にかかる固体撮像装置について、作用・効果を示す図である。
【０２２１】
　図１４は、図１３と同様に、断面図であり、ダイシングの実施前の状態を示している。
【０２２２】
　図１４に示すように、周辺領域ＳＡにおいては、パッド開口ＰＫの内面から湿気ＭＯが
侵入する場合がある。
【０２２３】
　しかし、本実施形態では、このパッド開口ＰＫの側部に位置するように、第１パッド周
辺ガードリングＰＧ１が設けられている。
【０２２４】
　第１パッド周辺ガードリングＰＧ１は、パッド開口ＰＫの側部において、少なくともパ
ッド開口ＰＫと同じ深さになるように設けられたトレンチＴＲＰの全体に、金属材料を一
体で埋め込むことで形成されている。つまり、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１は、パ
ッド開口ＰＫの側部においては、深さ方向ｚにおいて複数の層が積み重なるように形成さ
れておらず、連結部分が存在しない。
【０２２５】
　さらに、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１は、ロジック素子２００の半導体基板２０
１と貼り合わされたセンサ素子１００の半導体基板１０１を少なくとも貫通するように形
成されている。また、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１は、センサ素子１００とロジッ
ク素子２００とが対面して貼り合わされた接合面を貫くように形成されている。



(25) JP 2012-178496 A 2012.9.13

10

20

30

40

50

【０２２６】
　このため、本実施形態では、パッド開口ＰＫの内面から画素領域ＰＡへ水分が侵入する
ことを、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１が効果的に防止できる。
【０２２７】
　また、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１は、パッド開口ＰＫの側面との間が絶縁材料
で覆われている（図１４参照）。このため、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１の側壁部
分でのショートが防止可能である。
【０２２８】
　スクライブ領域ＬＡにおいて、図１４に示すように、スクライブ領域ＬＡにブレード（
図示なし）を当てて切断する際には、その切断部分（図中では太い破線部分）からチッピ
ングＴＰがチップ領域ＣＡ（周辺領域ＳＡを含む）の側へ伝搬する。しかし、本実施形態
では、そのダイシングされる部分よりもチップ領域ＣＡの側の内部に、チップ周辺ホール
リングＣＨが設けられている。このため、チッピングＴＰがスクライブ領域ＬＡからチッ
プ領域ＣＡへ伝搬することを、そのトレンチであるチップ周辺ホールリングＣＨが防止す
る。
【０２２９】
　このスクライブ領域ＬＡにおいては、図１４に示すように、トレンチであるチップ周辺
ホールリングＣＨの内面から湿気ＭＯが侵入する場合がある。
【０２３０】
　しかし、本実施形態では、図１４に示すように、スクライブ領域ＬＡには、チップ周辺
ガードリングＣＧが設けられている。
【０２３１】
　チップ周辺ガードリングＣＧは、チップ周辺ホールリングＣＨとチップ領域ＣＡ（周辺
領域ＳＡを含む）との間に介在するように設けられている。ここでは、チップ周辺ガード
リングＣＧは、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１が、チップ周辺ホールリングＣＨの側
部において、チップ周辺ホールリングＣＨと同じ深さまで設けられたトレンチＴＲＣの全
体に、金属材料を一体で埋め込むことで形成されている。つまり、第１チップ周辺ガード
リングＣＧ１は、チップ周辺ホールリングＣＨの側部においては、深さ方向ｚにおいて複
数の金属層が積み重なるように形成されておらず、連結部分が存在しない。
【０２３２】
　さらに、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、ロジック素子２００の半導体基板２０
１と貼り合わされたセンサ素子１００の半導体基板１０１を少なくとも貫通するように形
成されている。第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、センサ素子１００とロジック素子
２００とが対面して貼り合わされた接合面を貫くように形成されている。
【０２３３】
　このため、本実施形態では、チップ周辺ホールリングＣＨの内面からチップ領域ＣＡへ
水分が侵入することを、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１が効果的に防止できる。
【０２３４】
　また、複数の金属膜が連結されたガードリングの場合、その連結部分にチッピングが伝
達したときには、その連結部分が離れて、チッピングの進行を止めることできない場合が
ある。しかし、本実施形態では、上記したように、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は
、連結部分が存在しない。よって、本実施形態では、チッピングの進行についても、効果
的に防止できる。
【０２３５】
　この他に、本実施形態においては、銅（Ｃｕ）を用いて形成された第１パッド周辺ガー
ドリングＰＧ１と第１チップ周辺ガードリングＣＧ１との上面を被覆するように、有機樹
脂膜のレンズ材層１０４を銅拡散防止層として設けている。このため、銅（Ｃｕ）が拡散
することを好適に防止可能である。
【０２３６】
　したがって、本実施形態は、装置の信頼性や、製品の歩留まりなどを向上できる。
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【０２３７】
　また、本実施形態では、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１と第１チップ周辺ガードリ
ングＣＧ１とを同時に形成している。つまり、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１を形成
する部分にトレンチＴＲＰを形成すると同時に、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１を形
成する部分にトレンチＴＲＣを形成する。そして、各トレンチＴＲＰ，ＴＲＣのそれぞれ
に、同一の金属材料を同時に埋め込む。
【０２３８】
　これにより、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１と第１チップ周辺ガードリングＣＧ１
とを同一工程で同時に形成できる。
【０２３９】
　この他に、本実施形態では、半導体基板１０１の上面において、オンチップレンズＯＣ
Ｌを形成する部分を被覆するように、有機材料膜をレンズ材層１０４として成膜する。こ
のとき、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１と第１チップ周辺ガードリングＣＧ１との上
面についても被覆するように、有機樹脂膜のレンズ材層１０４を成膜している。
【０２４０】
　よって、本実施形態では、高い製造効率で製造することを実現できる。
【０２４１】
＜２．実施形態２＞
［Ａ］装置構成など
　図１５～図１７は、実施形態２において、固体撮像装置の要部を示す図である。
【０２４２】
　ここで、図１５は、図４と同様に、上面図であり、センサ素子１００側の面を示してい
る。
【０２４３】
　そして、図１６は、図６と同様に、図１６のＸ３－Ｘ４部分であって、周辺領域ＳＡと
スクライブ領域ＬＡを示している。
【０２４４】
　図１７は、図１４と同様に、断面図であり、ダイシングの実施前の状態を示している。
【０２４５】
　図１５～図１７に示すように、本実施形態の固体撮像装置１ｂにおいては、チップ周辺
ホールリングＣＨ（図４などを参照）が設けられていない。この点、および、これに関連
する点を除き、本実施形態は、実施形態１と同様である。このため、重複する部分につい
ては、記載を省略する。
【０２４６】
　スクライブ領域ＬＡについてブレード（図示なし）で切断する際には、図１７に示すよ
うに、その切断部分（図中では太い破線部分）からチッピングＴＰが生じ、チップ領域Ｃ
Ａ（周辺領域ＳＡを含む）の側へ伝搬する。
【０２４７】
　しかし、本実施形態では、そのダイシングされる部分よりもチップ領域ＣＡの側の内部
に、チップ周辺ガードリングＣＧが設けられている。
【０２４８】
　チップ周辺ガードリングＣＧは、上記したように、半導体基板１０１や絶縁層などの周
囲に設けられた部分と、硬度，剛性率などの性質が異なる材料で形成されている。本実施
形態では、チップ周辺ガードリングＣＧは、たとえば、銅（Ｃｕ）などの金属材料で形成
されている。このため、チッピングＴＰがスクライブ領域ＬＡからチップ領域ＣＡへ伝搬
することを、チップ周辺ガードリングＣＧが防止できる。
【０２４９】
［Ｂ］まとめ
　以上のように、本実施形態は、実施形態１と同様に、装置の信頼性や、製品の歩留まり
などを向上できる。
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【０２５０】
＜３．その他＞
　実施形態は、上記したものに限定されるものではなく、種々の変形例を採用することが
できる。
【０２５１】
　上記の実施形態では、センサ素子１００とロジック素子２００とをプラズマ接合で貼り
合わせる場合について説明したが、これに限定されない。たとえば、接着剤を用いて両者
を貼り合せても良い。
【０２５２】
　上記の実施形態では、第１パッド開口ＰＫ１と第２パッド開口ＰＫ２とを深さ方向ｚで
積み重なるように形成することで、パッド開口ＰＫを設けたが、これに限定されない。第
１パッド開口ＰＫ１と第２パッド開口ＰＫ２との２段で形成する場合以外に、３段以上で
パッド開口ＰＫを設けてもよい。また、段差がないように、パッド開口ＰＫを設けてもよ
い。
【０２５３】
　上記の実施形態では、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１を形成する部分にトレンチＴ
ＲＰを形成すると同時に、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１を形成する部分にトレンチ
ＴＲＣを形成しているが、これに限定されない。各部を個別に形成しても良い。この他に
、各トレンチＴＲＰ，ＴＲＣの形成と同一工程で、同時に、パッド開口ＰＫを形成しても
良い。
【０２５４】
　上記の実施形態では、各トレンチＴＲＰ，ＴＲＣのそれぞれに、同一の金属材料を同時
に埋め込んで、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１と第１チップ周辺ガードリングＣＧ１
とを同時に形成しているが、これに限定されない。各部を個別に形成しても良い。
【０２５５】
　上記の実施形態では、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１と第１チップ周辺ガードリン
グＣＧ１との両者を固体撮像装置に設ける場合について説明したが、これに限定されない
。第１パッド周辺ガードリングＰＧ１と第１チップ周辺ガードリングＣＧ１とのいずれか
一方でもよい。
【０２５６】
　上記の実施形態では、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１をパッド開口ＰＫと同じ深さ
になるように形成する場合について説明したが、これに限定されない。第１パッド周辺ガ
ードリングＰＧ１について、パッド開口ＰＫよりも深い位置まで形成しても良い。その際
、下方には、第２パッド周辺ガードリングＰＧ２を設けなくても良い。
【０２５７】
　上記の実施形態では、第１チップ周辺ガードリングＰＣ１をチップ周辺ホールリングＣ
Ｈと同じ深さになるように形成する場合について説明したが、これに限定されない。第１
チップ周辺ガードリングＰＣ１について、チップ周辺ホールリングＣＨよりも深い位置ま
で形成しても良い。その際、下方には、第２チップ周辺ガードリングＰＣ２を設けなくて
も良い。
【０２５８】
　上記の実施形態では、パッド周辺絶縁リングＰＺを位置合わせマークとして設ける場合
について説明したが、これに限定されない。他に、位置合わせマークを設けても良い。
【０２５９】
　上記の実施形態では、裏面照射型のＣＭＯＳイメージセンサであるセンサ素子１００を
、シリコン基板から製造する場合について説明したが、これに限定されない。いわゆるＳ
ＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基板から、センサ素子１００を製造
しても良い。
【０２６０】
　上記の実施形態では、転送トランジスタと増幅トランジスタと選択トランジスタとリセ
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ットトランジスタとの４種を、画素トランジスタとして設ける場合について説明したが、
これに限定されない。たとえば、転送トランジスタと増幅トランジスタとリセットトラン
ジスタとの３種を、画素トランジスタとして設ける場合に、本技術を適用しても良い。
【０２６１】
　上記の実施形態では、１つのフォトダイオードに対して、転送トランジスタと増幅トラ
ンジスタと選択トランジスタとリセットトランジスタとのそれぞれを１つずつ設ける場合
について説明したが、これに限定されない。たとえば、複数のフォトダイオードに対して
、増幅トランジスタと選択トランジスタとリセットトランジスタをのそれぞれを１つずつ
設ける場合に、本技術を適用しても良い。
【０２６２】
　上記の実施形態においては、カメラに本技術を適用する場合について説明したが、これ
に限定されない。スキャナーやコピー機などのように、固体撮像装置を備える他の電子機
器において、本技術を適用しても良い。
【０２６３】
　上記の実施形態では、センサ素子１００が「裏面照射型」のＣＭＯＳイメージセンサで
ある場合について説明したが、これに限定されない。「表面照射型」の場合に、本技術を
適用しても良い。また、ＣＭＯＳイメージセンサの他に、ＣＣＤ型イメージセンサの場合
に、本技術を適用しても良い。
【０２６４】
　上記の実施形態では、センサ素子１００とロジック素子２００とを貼り合せる場合につ
いて説明したが、これに限定されない。センサ素子１００，ロジック素子２００以外の半
導体チップを貼り合わせる場合に、本技術を適用しても良い。
【０２６５】
　その他、上記の各実施形態を、適宜、組み合わせても良い。
【０２６６】
　つまり、本技術は、下記のような構成も取ることができる。
【０２６７】
（１）
　光電変換部を含む画素が複数設けられているセンサ素子と、
　前記センサ素子に対面して積層するように貼り合わされており、パッド電極が設けられ
ているロジック素子と
　を具備しており、
　前記センサ素子と前記ロジック素子との積層体は、
　前記パッド電極において前記センサ素子に対面するパッド面の上面に、パッド開口が設
けられていると共に、前記パッド開口の側部を囲うようにパッド周辺ガードリングが設け
られており、
　前記パッド周辺ガードリングは、前記パッド開口の側部において、少なくとも前記パッ
ド開口と同じ深さまで設けられたトレンチの全体に、金属材料を一体で埋め込むことで形
成されている、
　固体撮像装置。
【０２６８】
（２）
　前記パッド周辺ガードリングは、上面から下面へ向かうに幅が伴って狭くなるように形
成されている、
　上記（１）に記載の固体撮像装置。
【０２６９】
（３）
　前記パッド周辺ガードリングは、銅を用いて形成されており、
　前記センサ素子は、上面において前記パッド周辺ガードリングが設けられた部分を被覆
するように、有機樹脂膜が設けられている、
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　上記（１）または（２）に記載の固体撮像装置。
【０２７０】
（４）
　前記センサ素子は、第１半導体基板を含み、前記第１半導体基板において前記ロジック
素子に対面する下面に第１配線層が設けられており、
　前記ロジック素子は、第２半導体基板を含み、前記第２半導体基板において前記センサ
素子に対面する上面に第２配線層が設けられており、
　前記パッド電極は、前記第２配線層の内部に設けられており、
　前記パッド開口と前記パッド周辺ガードリングとのそれぞれは、少なくとも、前記第１
半導体基板と前記第１配線層とを貫通するように設けられている、
　上記（１）から（３）のいずれかに記載の固体撮像装置。
【０２７１】
（５）
　前記センサ素子と前記ロジック素子との積層体は、
　前記センサ素子と前記ロジック素子とが対面する面の方向において、前記複数の画素が
配置された画素領域を含むチップ領域と、前記チップ領域の周りに位置するスクライブ領
域とを有し、
　前記スクライブ領域においてダイシングされる部分よりも前記チップ領域側に、トレン
チがチップ周辺ホールリングとして設けられていると共に、
　前記スクライブ領域において前記チップ周辺ホールリングが設けられている部分よりも
前記チップ領域側に、チップ周辺ガードリングが設けられており、
　前記チップ周辺ガードリングは、前記チップ周辺ホールリングの側部において、少なく
とも前記チップ周辺ホールリングと同じ深さまで設けられたトレンチの全体に、金属材料
を一体で埋め込むことで形成されている、
　上記（１）に記載の固体撮像装置。
【０２７２】
（６）
　前記チップ周辺ガードリングは、上面から下面へ向かうに幅が伴って狭くなるように形
成されている、
　上記（５）に記載の固体撮像装置。
【０２７３】
（７）
　前記チップ周辺ガードリングは、銅を用いて形成されており、
　前記センサ素子は、上面において前記チップ周辺ガードリングが設けられた部分を被覆
するように、有機樹脂膜が設けられている、
　上記（５）または（６）に記載の固体撮像装置。
【０２７４】
（８）
　前記センサ素子は、第１半導体基板を含み、前記第１半導体基板において前記ロジック
素子に対面する下面に第１配線層が設けられており、
　前記ロジック素子は、第２半導体基板を含み、前記第２半導体基板において前記センサ
素子に対面する上面に第２配線層が設けられており、
　前記チップ周辺ホールリングと前記チップ周辺ガードリングとのそれぞれは、少なくと
も、前記第１半導体基板と前記第１配線層とを貫通するように設けられている、
　上記（５）から（７）のいずれかに記載の固体撮像装置。
【０２７５】
（９）
　前記センサ素子は、前記光電変換部の受光面に光を集光するオンチップレンズが前記複
数の画素のそれぞれに対応して前記第１半導体基板の上面の側に設けられており、
　前記オンチップレンズは、前記第１半導体基板の上面において当該オンチップレンズを
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形成する部分を被覆するように設けられた前記有機樹脂膜を加工することで形成されてい
る、
　上記（３）または（７）に記載の固体撮像装置。
【０２７６】
（１０）
　光電変換部を含む画素が複数設けられているセンサ素子と、
　前記センサ素子に対面して積層するように貼り合わされており、パッド電極が設けられ
ているロジック素子と
　を具備しており、
　前記センサ素子と前記ロジック素子との積層体は、
　前記パッド電極において前記センサ素子に対面するパッド面の上面に、パッド開口が設
けられていると共に、前記パッド開口の側部を囲うようにパッド周辺ガードリングが設け
られており、
　前記パッド周辺ガードリングは、前記パッド開口の側部において、少なくとも前記パッ
ド開口と同じ深さまで設けられたトレンチの全体に、金属材料を一体で埋め込むことで形
成されている、
　電子機器。
【０２７７】
（１１）
　第１半導体チップと、
　前記第１半導体チップに対面して積層するように貼り合わされており、パッド電極が設
けられている第２半導体チップと
　を具備しており、
　前記第１半導体チップと前記第２半導体チップとの積層体は、
　前記パッド電極において前記第１半導体チップに対面するパッド面の上面に、パッド開
口が設けられていると共に、前記パッド開口の側部を囲うようにパッド周辺ガードリング
が設けられており、
　前記パッド周辺ガードリングは、前記パッド開口の側部において、少なくとも前記パッ
ド開口と同じ深さまで設けられたトレンチの全体に、金属材料を一体で埋め込むことで形
成されている、
　半導体装置。
【０２７８】
（１２）
　光電変換部を含む画素が複数設けられているセンサ素子と、パッド電極が設けられてい
るロジック素子とを対面して積層するように貼り合わせる工程と、
　前記センサ素子と前記ロジック素子との積層体において、前記パッド電極にて前記セン
サ素子に対面するパッド面の上面に設けるパッド開口の側部を囲うようにパッド周辺ガー
ドリングを設ける工程と
　を有し、
　前記パッド周辺ガードリングを設ける工程においては、
　前記パッド開口の側部において、少なくとも前記パッド開口と同じ深さまで設けられた
トレンチの全体に、金属材料を一体で埋め込むことで、前記パッド周辺ガードリングを形
成する、
　固体撮像装置の製造方法。
【０２７９】
　なお、上記の実施形態において、フォトダイオード２１は、光電変換部の一例である。
また、上記の実施形態において、カメラ４０は、電子機器の一例である。また、上記の実
施形態において、センサ素子１００は、第１半導体チップの一例である。また、上記の実
施形態において、ロジック素子２００は、第２半導体チップの一例である。また、上記の
実施形態において、第１パッド周辺ガードリングＰＧ１は、パッド周辺ガードリングの一
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例である。また、上記の実施形態において、半導体基板１０１は、第１半導体基板の一例
である。また、上記の実施形態において、配線層１１０は、第１配線層の一例である。ま
た、上記の実施形態において、半導体基板２０１は、第２半導体基板の一例である。また
、上記の実施形態において、配線層２１０は、第２配線層の一例である。また、上記の実
施形態において、レンズ材層１０４は、有機樹脂膜の一例である。また、上記の実施形態
において、第１チップ周辺ガードリングＣＧ１は、チップ周辺ガードリングの一例である
。また、上記の実施形態において、固体撮像装置１は、半導体装置の一例である。
【符号の説明】
【０２８０】
１，１ｂ：固体撮像装置、３：垂直駆動回路、４：カラム回路、５：水平駆動回路、７：
外部出力回路、７ａ：ＡＧＣ回路、７ｂ：ＡＤＣ回路、８：タイミングジェネレータ、２
１：フォトダイオード、２２：転送トランジスタ、２３：増幅トランジスタ、２４：選択
トランジスタ、２５：リセットトランジスタ、２６：転送線、２７：垂直信号線、２８：
アドレス線、２９：リセット線、４０：カメラ、４２：光学系、４３：制御部、４４：信
号処理部、１００：センサ素子、１０１：半導体基板、１０２：第１絶縁膜、１０３：第
２絶縁膜、１０４：レンズ材層、１１０：配線層、１１０Ｈ：配線、１１０Ｚ：絶縁層、
１２０：絶縁層、２００：ロジック素子、２０１：半導体基板、２１０：配線層、２１０
Ｈ：配線、２１０Ｚ：絶縁層、２２０：絶縁層、ＣＡ：チップ領域、ＣＦ：カラーフィル
タ、ＣＧ：チップ周辺ガードリング、ＣＧ１：第１チップ周辺ガードリング、ＣＧ２：第
２チップ周辺ガードリング、ＣＧ３：第３チップ周辺ガードリング、ＣＨ：チップ周辺ホ
ールリング、ＦＤ：フローティング・ディフュージョン、Ｈ：入射光、Ｉ：定電流源、Ｊ
Ｓ：受光面、ＬＡ：スクライブ領域、ＭＬ：マイクロレンズ、ＭＯ：湿気、ＯＣＬ：オン
チップレンズ、Ｐ：画素、ＰＡ：画素領域、ＰＡＤ：パッド電極、ＰＣ１：第１チップ周
辺ガードリング、ＰＣ２：第２チップ周辺ガードリング、ＰＧ：パッド周辺ガードリング
、ＰＧ１：第１パッド周辺ガードリング、ＰＧ２：第２パッド周辺ガードリング、ＰＫ：
パッド開口、ＰＫ１：第１パッド開口、ＰＫ２：第２パッド開口、ＰＳ：撮像面、ＰＺ：
パッド周辺絶縁リング、ＳＡ：周辺領域、ＴＰ：チッピング、ＴＲＣ：トレンチ、ＴＲＰ
：トレンチ、Ｔｒ：画素トランジスタ、Ｖｄｄ：電源供給線。
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